
粉末ターゲットを用いたスパッタリング法による Ga2O3薄膜の成長 

Growth of Ga2O3 thin film by sputtering method using powder target 
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はじめに：酸化ガリウム（Ga2O3）は、バンドギャップが約 4.9eVと大きい、絶縁破壊電界が高い、

透明である、などの特徴から高効率・低損失パワーデバイスへの応用を目指した研究が盛んに行

われている。本研究では将来の実用化を見据え、大面積へ高速な成膜が可能なスパッタリング法

を用い、さらに通常では焼結ターゲットを用いるところに粉末ターゲットを用いてコストダウン

を試みる。将来的にはパワーデバイスや新規紫外線検出用デバイスなどへの応用の為に n 型ドー

ピングを試みるが、まずは高品質 Ga2O3膜の成長を目標に研究を行った。 

実験方法：図１に示すような A、B、２種類の粉末ホルダ

を作製し、Ga2O3粉末を入れ、プレス機で圧力を加え粉末

を固めることによってスパッタリングターゲットを作製

した。比較のために手で軽く押したもの（低圧プレス）も

作製した。スパッタガスには Arを用い、基板温度を 700℃

として、石英ガラス基板上へ Ga2O3を堆積した。 

実験結果：図 2に低圧プレスしたターゲットを用いて

成長を行ったGa2O3膜のＸ線回析測定結果を示す。A、

B どちらのホルダを用いてもβ-Ga2O3 への結晶配向

が確認された。また、ホルダ Bのピーク強度は A に

比べて明らかに強い。他のプレス圧においても同様に

ホルダ B の方が強いピーク強度が得られたため、ホ

ルダ形状が結晶性や配向性に影響を及ぼしていると

考えられる。 

15MPa でプレスしたターゲットを用いて Ga2O3を成

長したときの成長速度を図 3に示す。ホルダ Bにおい

ては 1μm/hの成長速度が得られているが、ホルダ Aに

おいては 0.4μm/h と極端な成長速度低下が見られた。

他のプレス圧のターゲットにおいても、ホルダ A を用

いた場合、成長レートが悪化するという実験結果が得

られたため、ホルダ形状が成長速度に大きな影響を及ぼしていることが分かった。 

これらの結果は粉末ホルダの形状がプラズマの放電状態へ大きな影響を与えることを示唆して

いる。他の条件における詳細な検討やプレス圧ごとの膜質の比較については当日に発表を行う。 
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